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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing semiconductor wafers from a workpiece by machining the workpiece
using a wire saw, to a wire saw, and to semiconductor wafers made of monocrystalline silicon. The method has the steps of feeding the
workpiece through an assembly of wires which are stretched between wire guide rollers in a divided manner in wire groups and which
run in a running direction; producing cutting gaps when engaging the wires into the workpiece; ascertaining an incorrect position of
the cutting gaps of the wire groups for each wire group; and, for each wire group, carrying out compensating movements of the wires
of the wire group in a direction perpendicular to the running direction of the wires of the wire group on the basis of the ascertained
incorrect position of the cutting gaps of the wire group when feeding the workpiece through the assembly of wires by activating at
least one drive element.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung von Halbleiterscheiben aus einem Werkstiick durch Bearbeiten des Werkstiicks
mittels einer Drahtsége, Drahtsdge und Halbleiterscheibe aus einkristallinem Silizium. Das Verfahren umfasst das Zustellen des Werk-
stiicks durch eine Anordnung von Drihten, die in Drahtgruppen gegliedert zwischen Drahtfiihrungsrollen gespannt sind und sich in eine
Laufrichtung bewegen; das Erzeugen von Schnittspalten beim Eingriff der Drahte in das Werkstiick; fiir jede der Drahtgruppen das Er-
mitteln einer Fehllage der Schnittspalte der Drahtgruppe; und fiir jede der Drahtgruppen das Herbeifithren von Ausgleichsbewegungen
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der Drihte der Drahtgruppe in Abhéngigkeit der ermittelten Fehllage der Schnittspalte der Drahtgruppe in eine Richtung senkrecht zur
Laufrichtung der Drihte der Drahtgruppe wihrend des Zustellens des Werkstiicks durch die Anordnung von Dréihten durch Aktivieren
mindestens eines Antriebselements.



